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MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD




Modelo Atomico de Bohr

Energia de arbitas
n=23 en aumento

;—\- Un fotan es emitido con

—\\‘_ energia £ = hf

AR

Referencia:
CC BY-SA 3.0, https://lcommons.wikimedia.org/w/index.php?curid=202476
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NUMERO ATOMICO

El NUmero Atomico en un ELEMENTO QUIMICO,
es el numero total de protones que tiene cada
atomo de ese elemento.

Para un ATOMO NEUTRO, el numero de
PROTONES coincide con el numero de
ELECTRONES.

Atomo neutro: Nro. Protones = Nro. Electrones
Se representa con la letra Z. >
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CAPA ELECTRONICA

* Distribucion orbital de * Nro. de Electrones por
electrones alrededor capa = 2n?2

del ndcleo (Bohr). Donde n = Capa (nivel).

 Cada capa u orbita,
puede alojar un
numero maximo de
electrones.

e Las capas se denominan
alfabéticamente desde
la letra “K”.

SEMICONDUCTORES DOPADO

Electrénica G 12021 -
ectronica Genera Mgtr. Ing. Victor Hugo Kurtz



DISTRIBUCION DE ELECTRONES

2n?
K (h=1); Hasta 2 e
L (n=2); Hasta8 e
M (n=3); Hasta 18 e
* Supongamos Silicio
Nro. Atomico 14.
K = 2 electrones.

L = 8 electrones.
M = 4 electrones.

Ultima capa: 14-2-8 =4 g
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/Niveles de Energia

Banda de conduccion

Banda prohibida
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NIVELES DE ENERGIA

Niveles de Energia

a

Banda de conduccion @Iﬁ) >
4
I

Banda prohibida :

I

|

|

Banda de valencia @
VHK
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NIVELES DE ENERGIA

Conductor Semiconductor Aislante

Banda de conduccion

Banda de conduccion

> ~4 eV

v
Banda de valencia -
Fuente: wix.com

Banda de valencia
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TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS
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Dopado o Metalizacion

)

14 SILICO °1 ANTIMORIO
f P )
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. 5 Electrones en la ultima capa
4 Electrones en la ultima capa
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SEMICONDUCTOR Tipo N

Un electrén libre >

~

Fuente: www.asifunciona.com
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SEMICONDUCTOR Tipo N

Banda de conduccién

IR O A O

@ &

Banda de valencia

Fuente: https://thetuzaro.wordpress.com/
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Semiconductor tipo N

SEMICONDUCTOR TIPO-N

Flujo ﬁe electrones

Fuente: www.asifunciona.com
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Dopado o Metalizacion
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3 Electrones en la ultima capa 4 Electrones en la ultima capa
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SEMICONDUCTOR Tipo P

A - A
- a - - =
! )

= Falta un electron,
78 hueco (laguna) >
-HH-'- -
r-h_-”"*.

Fuente: www.asifunciona.com
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Semiconductor tipo P

SEMICONDUCTOR TIPO-P
Flujo de huecos

Fuente: www.asifunciona.com
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Conduccion en Materiales
SEMICONDUCTORES
Extrinsecos

SEMICONDUCTOR TIPO-P SEMICONDUCTOR TIPO-N
Flujo de huecos Flujo ﬁe electrones

<9 <o <o/ B
o <o
<9 <9 <9

O» O» +9 <49

2~ Flujo de EIE1|::tr|::m1!5=.._HL g~ Flujo de electrones

i i =

Fuente: www.asifunciona.com

SEMICONDUCTORES DOPADO
Mgtr. Ing. Victor Hugo Kurtz

24



CONDUCCION DE MATERIAL
SEMICONDUCTOR EXTRINSECO (Metalizado)

Sentido de los huecos Sentido de los electrones
+ o — > € = —— i
4 )
R SEMICONDUCTOR DE SILICIO [ -

METALIZADO

—mlp Sentido convencional de la corriente
— Sentido de los electrones
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